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【はじめに】反強磁性スピントロニクスは磁化反転速度、臨界電流密度、漏れ磁場の観点から次世代

のデバイスとして期待されているが、磁気モーメントの検出が困難であるという問題がある。近年、ス

ピンホール磁気抵抗効果(SMR)は反強磁性体においても観測され始め 1)、反強磁性体の磁気モーメント

の電気的検出方法として注目を集めている。今回着目した SmFeO3 (SFO)は反強磁性と強誘電性を持つ

マルチフェロイック材料であり、さらに高いネール温度とキュリー温度(675 K)を持っており、室温でも

高機能な材料として期待されている 。また SFO は c軸方向に AFM スピンが反平行にそろうが、我々の

過去の SFO 薄膜では(110)面成長で c 軸が面内に２つのドメインを持っている可能性があった 2)3)。そこ

で本研究では(100)/(010)面で成長させることで薄膜面内に c 軸が一方向にそろった SFO 薄膜を作製し、

その磁気特性と SMRの評価を行うことを目指した。 

【実験方法】SFO は RF マグネトロンスパッタ法

を用いて MgO(001)、(110)、(100)10.4°off基板上に

成長させた。その後室温で in-situ で Ta を積層させ

た。 

【結果と考察】 

Fig. 1 に MgO の(100), (110), (100) 10.4 °off 角を持つ

基板上での SFO 薄膜の XRD パターンを示す

MgO(100)、(110)基板では、SFO(110)面成長するの

に対し、10.4 °off で(100)/(010)成長することが分か

った。Fig. 2 に SFO(110)成長した薄膜の 50 K におけ

るΔRxy/Rxy(0)とΔRxx/Rxx(0)の外部磁場に対する角

度依存性の測定結果を示す。Fig. 2 のΔRxy/Rxy(0)に

おいては、2.6 %と大きなシグナルを観測した。一

方、AFM-SMRでは Rxxは sin2θのシグナルが表れる

が、今回は cos2θのシグナルを観測した。講演では

磁気特性と電気特性の議論を行っていく。 
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Fig. 1 XRD patterns of SFO films on 

MgO(100)  , (110) and (100) 10.4 °off 
substrates. 

   
Fig. 2 Angular dependence of ΔRxy/Rxy(0)  

andΔRxx/Rxy(0). 
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